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(54) Bezeichnung: MRAM und Verfahren zu dessen Herstellung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betriflt einen Direkt-
zugriffsspeicher mit resistiven Speicherzellen, insbesonde-
re einen MRAM, sowie ein Verfahren zu dessen Herstel-
lung. Eine Ausfilhrungsform eines solchen Bauteils ist mit
Folgendem versehen:

- mehreren ersten Stromleitungen {BL);

- mehreren zweiten Stromleitungen (WWL);

- mehreren dritten Stromleitungen, die als unterteilte Strom-
leitungen (SRWL) ausgebildet sind; und

- ginem Array resitiver Speicherzellen, die in durch die ers-
ten Stromleitungen gebildeten Spalten und durch die dritten
Stromleitungen gebildeten Zeilen angeordnet sind, wobei
jede resitive Speicherzelle tber ein resitives Speicherele-
ment (2) und einen Zugriffstransistor (3) verfugt, die in Rei-
he geschaltet sind und wobei jede Speicherzelle zwischen
eine der ersten Stromleitungen und ein Referenzpotezial
geschaltet ist, wobei die Zugriffstransistiren FinFET-Tran-
sistoren sind, von denen jeder iiber zwei unabhangige
Gates und einen gemeinsamen potenzialen Korper verfiigt,
und wobei jede dritte Stromleitung mit einem der zwei un-
abhangigen Gates jedes Zugriffstransistors einer Zeile im
Array verbunden ist und mit einem der zwei unabhéngigen
Gates jedes Zugriffstransistors in einer benachbarten Zeile
des Arrays verbunden ist.
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